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(57)摘要

本发明公开一种内存装置，其包含多条沿一

第一方向延伸的字符线，及至少一内存单元。至

少一内存单元包含沿相异于第一方向的一第二

方向排列的多个内存组件群组，每一内存组件群

组包含多个内存组件；及至少一条位元线沿第二

方向延伸；及至少一条列字符线沿第二方向延

伸；及沿第一方向延伸的多条行字符线；及多个

列开关，每一列开关具有耦接于至少一条列字符

线的一控制端，耦接于多个内存组件群组其中之

一的一第一端，及耦接于至少一条位元线的一第

二端；及多个行开关，每一行开关具有耦接于一

相对应行字符线的一控制端，每一行开关和一相

对应列开关串连耦接于多个内存组件群组其中

之一及至少一条位元线之间。本发明提供的内存

装置可以减少功率消耗。
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1.一种内存装置，其特征在于，包含：

沿一第一方向延伸的多条字符线；以及

至少一内存单元，包括：

多个内存组件群组，该多个内存组件群组沿相异于该第一方向的一第二方向设置，每

一该内存组件群组包含多个内存组件；

多条区域位元线；

每一条区域位元线直接耦接于该多个内存组件群组的其中之一的多个内存组件；

至少一条位元线，沿该第二方向延伸；

至少一条列字符线，沿该第二方向延伸；以及

多个列开关，每一该列开关具有耦接于该至少一条列字符线的一控制端，耦接于该多

条区域位元线的其中之一的一第一端，以及耦接于该至少一条位元线的一第二端。

2.根据权利要求1所述的内存装置，其特征在于，该内存装置包含沿该第一方向设置的

多个内存单元，若干个内存单元形成一内存区块，该多个内存单元的列字符线被分组以分

别控制相对应的内存区块的列开关。

3.根据权利要求1所述的内存装置，其特征在于，该多个列开关是晶体管。

4.根据权利要求1所述的内存装置，其特征在于，该第一方向为行方向,  该第二方向为

列方向。

5.一种内存装置，其特征在于，包含：

沿一第一方向延伸的多条字符线；以及

沿该第一方向延伸的多条行字符线；以及

至少一内存单元，包括：

多个内存组件群组，该多个内存组件群组沿相异于该第一方向的一第二方向设置，每

一该内存组件群组包含多个内存组件；

多条区域位元线；

每一条区域位元线直接耦接于该多个内存组件群组的其中之一的多个内存组件；

至少一条位元线，沿该第二方向延伸；

至少一条列字符线，沿该第二方向延伸；以及

多个列开关，每一该列开关具有耦接于该至少一条列字符线的一控制端，

多个行开关，每一该行开关具有耦接于一相对应行字符线的一控制端；

其中每一该行开关和一相对应列开关串连，每一该行开关的一端耦接于该多条区域位

元线的其中之一，以及每一该列开关的一端耦接于该至少一条位元线。

6.根据权利要求5所述的内存装置，其特征在于，该内存装置包含沿该第一方向设置的

多个内存单元，若干个内存单元形成一内存区块，该多个内存单元的列字符线被分组以分

别控制相对应的内存区块的列开关。

7.根据权利要求5所述的内存装置 ,其特征在于,  该多个列开关和该多个行开关是晶

体管。

8.根据权利要求5所述的内存装置 ,其特征在于,  该第一方向为行方向,  该第二方向

为列方向。
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内存装置

技术领域

[0001] 本发明相关于一种内存装置，尤指一种具有低功耗的内存装置。

背景技术

[0002] 请参考图1，图1是现有内存装置的示意图。如图1所示，内存装置100包含多个内存

组件MC，多条字符线WL0‑WL255，以及多条位元线BL0‑BL255。内存组件MC是以数组型式设

置。举例来说，多个内存组件MC可以设置成一个具有256行及256列的数组。多数条字符线

WL0‑WL255沿一第一方向A延伸。每一字符线WL0‑WL255用以选择一相对应行的内存组件MC

进行读取或写入操作。多条位元线BL0‑BL255是沿相异于第一方向A的一第二方向B设置，且

每一位元线BL0‑BL255用以传输一相对应列的内存组件MC的数据。

[0003] 请参考图2，图2是现有内存装置200具有第一种位元线配置的示意图。如图2所示，

多个内存组件MC被分成一预定数目(例如8个)的内存区块bk0‑bk7，且每一内存区块bk0‑

bk7包含32列的内存组件MC。再者，除了内存组件MC、字符线WL0‑WL255，以及位元线(bit0_

bk0至bit31_bk7)以外，内存装置200另包含多个多任务器MUX0‑MUX7。每一多任务器MUX0‑

MUX7耦接至一相对应内存区块bk0‑bk7的32列内存组件MC的位元线(bit0_bk0至bit31_

bk7)。举例来说，多任务器MUX0是耦接至内存区块bk0的32列内存组件MC的位元线(bit0_

bk0至bit31_bk0)，而多任务器MUX7是耦接至内存区块bk7的32列内存组件MC的位元线

(bit0_bk7至bit31_bk7)，以此类推。

[0004] 请参考图3，图3是现有内存装置300具有第二种位元线配置的示意图。如图3所示，

除了内存组件MC、字符线WL0‑WL255，以及位元线(bit0_bk0至bit31_bk7)以外，具有第二种

位元线配置的内存装置300另包含多个多任务器MUX0‑MUX31。另外，每一内存区块bk0‑bk7

对应的位元线(bit0_bk0至bit31_bk7)被依序分散。举例来说，多任务器MUX0是耦接至内存

区块bk0‑bk7的第1列内存组件MC的位元线(bit0_bk0至bit0_bk7)，而多任务器MUX31是耦

接至内存区块bk0‑bk7的第32列内存组件MC的位元线(bit31_bk0至bit31_bk7)，以此类推。

相较于图2的第一种位元线配置，图3的第二种位元线配置可以简化布线。

[0005] 在现有内存装置100、200、300中，当其中之一条字符线WL0‑WL255选择一相对应行

的内存组件MC时，全部位元线(BL0‑BL255、bit0_bk0至bit31_bk7)皆会耦接至被选择的相

对应内存组件MC以进行读取或写入操作。然而，在读取或写入操作中，有些位元线不需要传

输数据。闲置的位元线会于读取或写入操作中消耗电力，因此现有内存装置100、200、300具

有较高的功率消耗。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种具有低功耗的内存装置，以解决现有技术的问题。

[0007] 本发明另提供一种内存装置，包含多条字符线沿一第一方向延伸，以及至少一内

存单元。该至少一内存单元包含多个内存组件群组，至少一条位元线，至少一条列字符线，

多条行字符线以及多个列开关及多个行开关。该多个内存组件群组是沿相异于该第一方向
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的一第二方向设置，每一该内存组件群组包含多个内存组件。该至少一条位元线沿该第二

方向延伸，且用以传输一被选择的内存组件的数据。该至少一条列字符线沿该第二方向延

伸。该多条行字符线沿第一方向延伸。该多个列开关沿该第二方向设置，每一该列开关具有

一控制端耦接于该至少一条列字符线，一第一端耦接于该多个内存组件群组其中之一，以

及一第二端耦接于该至少一条位元线。该多个行开关沿该第二方向设置，每一该行开关具

有耦接于一相对应行字符线的一控制端；其中每一该行开关和一相对应列开关串连耦接于

该多个内存组件群组的其中之一以及该至少一条位元线之间。

[0008] 本发明另提供一种内存装置，包含：沿一第一方向延伸的多条字符线；以及沿该第

一方向设置的多个内存单元，该内存单元包括：多个内存组件群组，该多个内存组件群组沿

相异于该第一方向的一第二方向设置，每一该内存组件群组包含多个内存组件；至少一条

位元线，沿该第二方向延伸，且用以传输一被选择的内存组件的数据；至少一条列字符线，

沿该第二方向延伸；以及多个列开关，沿该第二方向设置，每一该列开关具有耦接于该至少

一条列字符线的一控制端，耦接于该多个内存组件群组的其中之一的一第一端，以及耦接

于该至少一条位元线的一第二端；一预定数目的内存单元形成一内存区块，该多个内存单

元的列字符线被分组以分别控制相对应的内存区块的列开关。

附图说明

[0009] 图1是现有内存装置的示意图。

[0010] 图2是现有内存装置具有第一种位元线配置的示意图。

[0011] 图3是现有内存装置具有第二种位元线配置的示意图。

[0012] 图4是本发明内存单元具有第一种字符线配置的示意图。

[0013] 图5是本发明内存装置具有第一种字符线配置及第一种位元线配置的示意图。

[0014] 图6是本发明内存装置500a具有第一种字符线配置及第二种位元线配置的示意

图。

[0015] 图7是本发明内存单元具有第二种字符线配置的第一实施例的示意图。

[0016] 图8是本发明内存单元具有第二种字符线配置的第二实施例的示意图。

[0017] 图9是本发明内存单元具有第三种字符线配置的第一实施例的示意图。

[0018] 图10是本发明内存单元具有第三种字符线配置的第二实施例的示意图。

[0019] 图11是本发明内存装置具有第三种字符线配置及第一种位元线配置的示意图。

[0020] 图12是图11中内存装置的局部示意图。

[0021] 图13是本发明内存装置具有第三种字符线配置及第二种位元线配置的示意图。

[0022] 图14是图13中内存装置的局部示意图。

[0023] 图15是本发明内存单元具有第四种字符线配置的第一实施例的示意图。

[0024] 图16是本发明内存单元具有第四种字符线配置的第二实施例的示意图。

[0025] 图17是本发明内存装置具有第四种字符线配置及第一种位元线配置的示意图。

[0026] 图18是本发明内存装置具有第四种字符线配置及第二种位元线配置的示意图。

[0027] 图19是本发明内存装置的开关的一实施例的示意图。

[0028] 图20至图22是本发明内存装置运作于byte致能模式的示意图。

[0029] 图中：
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[0030] 100、200、300                     现有的内存装置；

[0031] 400a、400b、400c、500a、500b、500    本发明的内存装置；

[0032] A                               第一方向；

[0033] B                               第二方向；

[0034] bk0至bk7                        内存区块；

[0035] CWL0至CWL7                      列字符线；

[0036] CWL0_  byte0至CWL0_  byte3         列字符线；

[0037] MC                              内存组件；

[0038] MUX、MUX0至MUX7                  多任务器；

[0039] WL0至WL255                      字符线；

[0040] BL0至BL255                      位元线；

[0041] bit0_bk0至bit31_bk7             位元线；

[0042] RWL0_bk0至RWL31_bk7             行字符线；

[0043] RWL0_bk0_byte0至RWL0_bk7_byte3  行字符线；

[0044] SW                              开关；

[0045] SW1                             列开关；

[0046] SW2                             行开关。

具体实施方式

[0047] 下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明，以使本领域的技术人员可以

更好的理解本发明并能予以实施，但所举实施例不作为对本发明的限定。

[0048] 请同时参考图4及图5。图4是本发明内存单元具有第一种字符线配置的示意图。图

5是本发明内存装置400a具有第一种字符线配置及第一种位元线配置的示意图。为了方便

说明，图5中的每一内存单元用来表示一列内存组件MC及相关信号线和开关。如图所示，内

存装置400a的内存组件MC、字符线WL0‑WL255、位元线(bit0_bk0至bit31_bk7)以及多任务

器MUX0‑MUX7的配置皆相似于图2中的内存装置200的配置。内存装置400a还包含多条列字

符线CWL0‑CWL7沿第二方向B延伸，以及多个开关SW。每一开关SW具有一控制端耦接于一相

对应的列字符线CWL0‑CWL7，一第一端耦接于一内存组件MC，以及一第二端耦接于一相对应

的位元线(bit0_bk0至bit31_bk7)。每一条列字符线CWL0‑CWL7用以控制一相对应内存区块

bk0‑bk7的开关SW的开启与关闭状态。举例来说，列字符线CWL0耦接于内存区块bk0的每一

列内存组件MC的256个开关SW的控制端，而列字符线CWL7耦接于内存区块bk7的每一列内存

组件MC的256个开关SW的控制端，以此类推。如此，每一条列字符线CWL0‑CWL7可用以同时控

制一相对应内存区块bk0‑bk7的全部开关SW的开启与关闭状态，且不同内存区块bk0‑bk7的

开关SW可以个别控制。

[0049] 依据上述配置，当其中之一条字符线WL0‑WL255选择一相对应行的内存组件MC进

行读取或写入操作时，列字符线CWL0‑CWL7可进一步用来选择特定内存区块bk0‑bk7的内存

组件MC进行读取或写入操作。举例来说，当列字符线CWL0传送控制信号至内存区块bk0的开

关SW的控制端时，只有内存区块bk0的开关SW被开启以将内存区块bk0的内存组件MC耦接至

相对应的位元线(bit0_bk0至bit31_bk0)，进而让位元线(bit0_bk0至bit31_bk0)传输数
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据。另一方面，对应于内存区块bk1‑bk7的其他位元线并未被驱动以传输数据。因此内存装

置400a的功耗可以减少。

[0050] 另外，一个内存组件MC可以对应于多条位元线。举例来说，当内存组件是SRAM的内

存组件时，内存组件可以被选择以耦接至两条位元线。因此，可以设置两条或更多条列字符

线以控制内存组件和两条位元线之间的电性连接。

[0051] 请同时参考图4及图6。图6是本发明内存装置500a具有第一种字符线配置及第二

种位元线配置的示意图。为了方便说明，图6中的每一内存单元用来表示一列内存组件MC及

相关信号线和开关。如图所示，内存装置500a的内存组件MC、字符线WL0‑WL255、位元线

(bit0_bk0至bit31_bk7)以及多任务器MUX0‑MUX31的配置皆相似于图3中的内存装置300的

配置。虽然每一内存区块bk0‑bk7对应的位元线(bit0_bk0至bit31_bk7)被依序分散，每一

条列字符线CWL0‑CWL7仍然用以控制一相对应内存区块bk0‑bk7的开关SW的开启与关闭状

态。举例来说，列字符线CWL0耦接于内存区块bk0的每一列内存组件MC的256个开关SW的控

制端，而列字符线CWL7是耦接于内存区块bk7的每一列内存组件MC的256个开关SW的控制

端，以此类推。如此，每一条列字符线CWL0‑CWL7可用以同时控制一相对应内存区块bk0‑bk7

的全部开关SW的开启与关闭状态，且不同内存区块bk0‑bk7的开关SW可以个别控制。

[0052] 相似地，当其中之一条字符线WL0‑WL255选择一相对应行的内存组件MC进行读取

或写入操作时，列字符线CWL0‑CWL7可进一步用来选择特定内存区块bk0‑bk7的内存组件MC

进行读取或写入操作。举例来说，当列字符线CWL0传送控制信号至内存区块bk0的开关SW的

控制端时，只有内存区块bk0的开关SW被开启以将内存区块bk0的内存组件MC耦接至相对应

的位元线(bit0_bk0至bit31_bk0)，进而让位元线(bit0_bk0至bit31_bk0)传输数据。另一

方面，对应于内存区块bk1‑bk7的其他位元线并未被驱动以传输数据。因此内存装置500a的

功耗可以减少。

[0053] 请参考图7。图7是本发明内存单元具有第二种字符线配置的第一实施例的示意

图。如图7所示，一列内存组件MC被分成一预定数目(例如32个)的内存组件群组，且每一内

存组件群组包含8个内存组件MC。本发明内存单元还包含多条区域位元线，每一区域位元线

耦接于一相对应内存组件群组。开关SW是耦接于32个内存组件群组其中之一和一相对应位

元线之间，其中开关SW的第一端是经由区域位元线耦接于一相对应内存组件群组。列字符

线是用以同时开启或关闭一相对应内存区块的每一列内存组件MC对应的32个开关SW。

[0054] 图7的第二种字符线配置亦可以应用于图5的内存装置400a以及图6的内存装置

500a。举例来说，列字符线CWL0可以耦接于内存区块bk0的每一列内存组件MC的32个开关SW

的控制端，而列字符线CWL7可以耦接于内存区块bk7的每一列内存组件MC的32个开关SW的

控制端，以此类推。如此，每一条列字符线CWL0‑CWL7可用以同时控制一相对应内存区块

bk0‑bk7的全部开关SW的开启与关闭状态。

[0055] 请参考图8。图8是本发明内存单元具有第二种字符线配置的第二实施例的示意

图。相异于第7图的实施例，图8中每一内存组件群组的内存组件MC相互串接(例如闪存装置

的内存组件)。列字符线用以同时开启或关闭一相对应内存区块的每一列内存组件MC对应

的32个开关SW。相似地，图8的第二种字符线配置亦可以应用于图5的内存装置400a以及图6

的内存装置500a。

[0056] 在图7及图8的实施例中，每一内存组件群组包含8个内存组件MC，但本发明不限于
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上述实施例。在本发明其他实施例中，每一内存组件群组可依据设计需求包含其他数目的

内存组件MC。

[0057] 相较于图4中的第一种字符线配置，图7及图8中的第二种字符线配置具有较少的

开关，因此可以减少内存装置的整体面积。

[0058] 请同时参考图9、图11和图12。图9是本发明内存单元具有第三种字符线配置的第

一实施例的示意图。图11是本发明内存装置400b具有第三种字符线配置及第一种位元线配

置的示意图。图12是图11中内存装置400b的局部示意图。为了方便说明，图11中的每一内存

单元用来表示一列内存组件MC及相关信号线和开关，且字符线于图11和图12中被省略。如

图所示，一列内存组件MC被分成一预定数目(例如32个)的内存组件群组，且每一内存组件

群组包含8个内存组件MC。开关SW耦接于32个内存组件群组其中之一和一相对应位元线之

间。内存装置400b另包含多条行字符线(RWL0_bk0至RWL31_bk7)沿第一方向A延伸。每一条

行字符线(RWL0_bk0至RWL31_bk7)用以开启或关闭一相对应内存区块的每一列内存组件MC

对应的32个开关SW其中之一。举例来说，行字符线RWL0_bk0耦接于内存区块bk0的每一列内

存组件MC的第1内存组件群组对应的开关SW的控制端，行字符线RWL31_bk0耦接于内存区块

bk0的每一列内存组件MC的第32内存组件群组对应的开关SW的控制端，以此类推。如此，每

一条行字符线(RWL0_bk0至RWL31_bk7)可用以进一步选择一相对应内存区块的每一列内存

组件MC的一特定内存组件群组以传输数据。

[0059] 请同时参考图9、图13和图14。图13是本发明内存装置500b具有第三种字符线配置

及第二种位元线配置的示意图。图14是图13中内存装置500b的局部示意图。为了方便说明，

图13中的每一内存单元用来表示一列内存组件MC及相关信号线和开关，且字符线于图13和

图14中被省略。虽然每一内存区块bk0‑bk7对应的位元线(bit0_bk0至bit31_bk7)被依序分

散，图13和图14中每一条行字符线(RWL0_bk0至RWL31_bk7)仍然用以开启或关闭一相对应

内存区块的每一列内存组件MC对应的32个开关SW其中之一。举例来说，行字符线RWL0_bk0

耦接于内存区块bk0的每一列内存组件MC的第1内存组件群组对应的开关SW的控制端，行字

符线RWL31_bk0是耦接于内存区块bk0的每一列内存组件MC的第32内存组件群组对应的开

关SW的控制端，以此类推。如此，每一条行字符线(RWL0_bk0至RWL31_bk7)可用以进一步选

择一相对应内存区块的每一列内存组件MC的一特定内存组件群组以传输数据。

[0060] 请参考图10。图10是本发明内存单元具有第三种字符线配置的第二实施例的示意

图。相异于图9的实施例，图10中每一内存组件群组的内存组件MC是相互串接(例如闪存装

置的内存组件)。行字符线是用以开启或关闭一相对应内存区块的每一列内存组件MC对应

的32个开关SW其中之一。相似地，图10的第三种字符线配置亦可以应用于图11的内存装置

400b以及图13的内存装置500b。

[0061] 相较于第一种字符线配置及第二种字符线配置，第三种字符线配置只需开起每列

内存组件MC的一个开关SW以传输数据。因此第三种字符线配置可以进一步减少内存装置的

功率消耗。然而，行字符线(RWL0_bk0至RWL31_bk7)的数目是列字符线CWL0‑CWL7的数目的

多倍。第三种字符线配置需要将多条行字符线形成于不同金属层上，而第一种字符线配置

及第二种字符线配置可以将多条列字符线形成于同一金属层上。举例来说，当每一内存组

件群组包含4个内存组件，且内存装置包含32个内存区块时，总共有32条行字符线需要通过

4个内存组件的布线区域。因此32条行字符线必须形成于不同金属层上。至于在第一种字符
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线配置及第二种字符线配置中，只有一条列字符线需要通过内存组件的布线区域，因此列

字符线可以形成于同一金属层上。

[0062] 请同时参考图15和图17。图15是本发明内存单元具有第四种字符线配置的第一实

施例的示意图。图17是本发明内存装置400c具有第四种字符线配置及第一种位元线配置的

示意图。为了方便说明，图17中的每一内存单元用来表示一列内存组件MC及相关信号线和

开关，且字符线于图17中被省略。如图所示，内存装置400c包含多个列开关SW1以及多个行

开关SW2。列开关SW1由相对应的列字符线CWL0‑CWL7所控制。行开关SW2由相对应的行字符

线(RWL0_bk0至RWL31_bk7)所控制。图15的列开关SW1的运作相似于图7的开关SW的运作，且

图15的行开关SW2的运作相似于图9的开关SW的运作。图17的行字符线(RWL0_bk0至RWL31_

bk7)的电性连接方式相似于图12的电性连接方式。列开关SW1和行开关SW2串接于一内存组

件群组和一相对应位元线(bit0_bk0至bit31_bk7)之间。内存组件MC是由相对应的字符线、

列字符线CWL0‑CWL7、行字符线(RWL0_bk0至RWL31_bk7)所选择。

[0063] 依据上述配置，本发明内存装置400c可以减少功率消耗。再者，内存装置400c可以

运作于两种模式。举例来说，当列字符线默认为开启全部列开关SW1时，内存装置400c可以

如内存装置400b般运作；而当每一内存区块的列字符线延伸至内存组件的分支线被进一步

分组成4个群组以个别控制8列内存组件的运作时，内存装置400c可以运作在byte致能模式

以输出byte格式的数据。

[0064] 当图11中的第三种字符线配置用来运作于byte致能模式时，内存区块的行字符线

的数目需要增加为4倍以分别控制每8列内存组件的个别运作。举例来说，如图20所示，内存

区块bk0的每条行字符线(RWL0_bk0_byte0至RWL0_bk0_byte3)用来控制第1内存组件群组

的每8列内存组件的个别运作。换句话说，总共有32条行字符线需要通过一个内存组件群组

的8个内存组件的布线区域，而第四种字符线配置只需要8条行字符线通过一个内存组件群

组的8个内存组件的布线区域。因此，第三种字符线配置必须将32条行字符线形成于不同金

属层上，而第四种字符线配置可以将8条行字符线形成于同一金属层上。举例来说，如图21

所示，为了控制第三种字符线配置的8个内存区块的第1内存组件群组运作于byte致能模

式，对应于8个内存区块的第1内存组件群组的行字符线(RWL0_bk0_byte0至RWL0_bk7_

byte3)皆会通过每一个内存区块的第1内存组件群组。然而，如图22所示，内存区块bk0的列

字符线的分支线被分组成4条列字符线(CWL0_  byte0至CWL0_  byte3)以分别控制每8列内

存组件运作于byte致能模式，且第四种字符线配置的行字符线(RWL0_bk0至RWL31_bk7)的

数目维持不变。如上所述，内存装置400c的第四种字符线配置可以如内存装置400b的第三

种字符线配置般运作，因此内存装置400c和内存装置400b的功耗几乎相同。所以第四种字

符线配置同时具有第一/第二种字符线配置和第三种字符线配置的优点。

[0065] 请同时参考图15和图18。图18是本发明内存装置500c具有第四种字符线配置及第

二种位元线配置的示意图。为了方便说明，图18中的每一内存单元用来表示一列内存组件

MC及相关信号线和开关，且字符线于图18中被省略。图18的行字符线(RWL0_bk0至RWL31_

bk7)的电性连接方式相似于图14的电性连接方式。虽然每一内存区块bk0‑bk7对应的位元

线(bit0_bk0至bit31_bk7)被依序分散，图18中的列字符线CWL0‑CWL7、行字符线(RWL0_bk0

至RWL31_bk7)、列开关SW1以及行开关SW2的运作方式相同于图17，因此不再加以说明。

[0066] 请参考图16。图16是本发明内存单元具有第四种字符线配置的第二实施例的示意
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图。相异于图15的实施例，图16中每一内存组件群组的内存组件MC是相互串接(例如闪存装

置的内存组件)。相似地，图16的第四种字符线配置亦可以应用于图17的内存装置400c以及

第18图的内存装置500c。

[0067] 请参考图19。图19是本发明内存装置的开关的一实施例的示意图。如图所示，前述

开关SW、SW1、SW2可以是晶体管，但本发明不以此为限。开关SW、SW1、SW2亦可以是其他型式

的开关组件用以控制内存组件和位元线之间的电性连接。

[0068] 在上述实施例中，内存组件MC设置成一个具有256行及256列的数组，多个内存组

件MC被分成8个内存区块bk0‑bk7，每一内存区块bk0‑bk7包含32列内存组件MC，且每一内存

组件群组包含8个内存组件MC。然而，本发明不限于上述实施例。在本发明其他实施例中，数

组的行数及列数，内存区块的数目、内存区块中的内存组件的列数以及内存组件群组中的

内存组件的数目可以相异于上述数目，且可以依据设计需求决定。

[0069] 以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例，本发明的保护范

围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换，均在本发明

的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。
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